2D molibdeno disulfido laks§ty auginimo CVD metodu i§ metalinio Mo tyrimas

Investigation of growth of 2D molibdenum dislufide sheets by CVD method using metallic Mo
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Dvimaciy (2D) medziagy savybémis pasizyminCiy
junginiy integravimas j daugiakomponencius darinius
leisty gauti savity charakteristiky prietaisus. Tuo tikslu
greta grafeno intensyviai siekiama sintetinti Kitus
junginius taip, kad jie atitikty 2D medziagy model;j ir
bity charakterizuojami panaSiomis j grafeno savybémis,
kaip, pvz., molibdeno disulfidas (MoS;) [1]. Nors,
skirtingai nuo grafeno, MoS; egzistuoja draustiniy
energijy tarpas, taCiau Sios medziagos savybes lemia
molekuliniy plokStumy skai¢ius bei i$sidéstymas ir, dél
to, iSrandamos unikalios priemonés integruoty prietaisy
formavimui [2]. PleCiantis tokiy dvimaéiy medziagy
pritaikymo galimybéms, dazniausiai
pademonstruojamoms  mechani§kai nuo gamtinio
kristalo nuskeltuose 2D lakstuose, spar¢iai kyla poreikis
tikslingai auginti tas medziagas su 1§ anksto
pasirenkamomis savybémis. Siuo metu intensyviai
kuriamos technologijos, tinkancios uzauginti priimtinai
didelio ploto 2D MoS; sluoksnius su nuspéjamomis
charakteristikomis. Savo darbe demonstruojame savo
originalios auginimo metodikos galimybes kryptingai
pasirinkti sluoksniy su 2D molibdeno lakstais auginimg
ir tuo pakeisti sluoksnio savybes.

Siame darbe sluoksniai su 2D MoS; buvo
sintetinami cheminiy gary nusodinimo (CVD) metodika,
kai i§ ultra-plono metalinio molibdeno (Mo) sluoksnio
ant silicio padéklo auksStoje temperatiiroje yra
formuojamas MoS,. Sulfido formavimo salygos
kei¢iamos, pasirenkant dujy misinj, i§ kurio nusodinama
siera. Mo sluoksniy storis ir sintezés temperatiira buvo
pagrindiniai parametrai, kuriais kei¢iamos MoS>
sluoksniy savybés Siame darbe. Buvo tiriama MoS;
sluoksniy morfologija, Ramano sklaidos spektrinés
charakteristikos ir jy pasiskirstymo zemélapiai.

Pasirenkamo storio metalinis Mo buvo uzaugintas
magnetroninio dulkinimo metodu, o CVD procesui
naudota krosnis ,Nabertherm, RS 120/1000/13S”.
Sluoksniy pavirSius buvo skenuotas atominés jégos
mikroskopu ,,SPM-Dimension 3100”. Ramano sklaidos
spektrai iSmatuoti spektrometru ,,Renishaw, inVia,,
(spinduliuotés: A =442 nm, A = 532 nm, A = 633 nm).

600 °C uzaugintuose bandiniuose, tyrimais buvo
gautas rySys tarp Ramano sklaidos spektry (A = 532 nm)
ir molekuliniy MoS, sluoksniy skaiCiaus ir jrodyta
pradinio metalinio Mo sluoksnio storio jtaka MoS>
sandarai, kurig nusako atstumas tarp charakteringyjy
Ramano smailiy padéciy (1 pav.).

Atstumas tarp charakteringy Ramano smailiy
padéciy kity autoriy publikuotais duomenimis yra
tinkamas identifikuoti MoS; monosluoksniy skai¢iy.

Pasinaudoj¢  empiriniu  rySiu, apraséme MoS;
monosluoksniy skai¢iaus priklausomybg nuo miisy
darbe uzgarinto Mo sluoksnio storio. Irodéme, jog MoS>
monosluoksniy skai¢ius buvo kei¢iamas nuo 1 iki 4.
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1 pav. Skirtumo tarp charakteringy Ramano MoS;
smailiy E1og ir A1g padéciy priklausomybé nuo pradinio
Mo storio

Naudojant kitas CVD sintezés temperatiiras (850°C,
950°C) buvo nustatyta, kad MoS; sluoksnj sudarantys
lakstai auga, o juos charakterizuojanciy Ramano smailiy
padéciy skirtumas taip pat didéja.

Atlikti tyrimai parodé, kad naudojant MoS;
sluoksniy formavimo i§ Mo metalinio prekursoriaus
metodikg kei¢iant technologinius parametrus (Mo
sluoksnio storj, sulfido susidarymo temperatiirg) galima
kontrolivoti suformuoty MoS; sluoksniy morfologija
bei juos sudaranciy monosluoksniy skaiciy.

Reiksminiai  ZodZiai: molibdeno disulfidas, 2D
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